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1° SEMESTRE DE 2025

FI279 — Topicos de Nanociéncia e Materiais Avangados | - Engenharia de Materiais Estruturados e
Dispositivos

Turma
A

Créditos
4

Horario
Segunda—10as 12h nasala IF11
Quarta—10as 12h na sala IF11

Docente
Fanny Béron

Pré-requisitos:

Conhecimento do nivel da graduacdo da fisica do estado sdlido (estrutura cristalina, ligacdo
interatdbmica, fonons, elétrons em sélidos, propriedades mecanicas, térmicas, elétricas, magnéticas e
Opticas)

Objetivos:
e Familiarizar com as tecnologias emergentes e a aplicacdao desses dispositivos em aplicacdes
futuras.

e Situar os avangos tecnoldgicos nos contextos socioecondmicos passado, presente e futuro (curto
e longo prazo) e estudar as implicagcdes econémicas e ambientais para a sociedade, como a
sustentabilidade.

e Desenvolver uma compreensdo tedrica e pratica sobre o comportamento dos materiais
nanoestruturados e suas propriedades emergentes quando manipulados em dimensdes
nanométricas.

e Desenvolver habilidades em técnicas de caracterizacdo avancadas, para investigar e analisar
propriedades em materiais nanoestruturados, e de fabricacdo de materiais e dispositivos em
nanoescala.
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Ementa:

Dimensonalidade de materiais nanoestruturados. Transistores. Sensores. Colheita/armazenamento de
energia. Controle das propriedades fisica de estruturas. Técnicas de fabricacdo e caracterizagao.
Nanofabricagdo. Tdpicos atuais em engenharia de dispositivos.

Conteudo Programatico:
e Dimensonalidade de materiais nanoestruturados
o Nanoparticulas
o Nanofios
o Filmes finos
o Nanoestruturas tridimensionais

e Aplicagbes tecnoldgicas
o Transistores
Contexto histérico
Jung¢ao PN
=  Transistores BJT e FET
= Evolucgdo recente e futura dos transistores FET
o Sensores
= Contexto socioeconémico
Principios fisicos
= Funcionamento (fun¢do de transferéncia, desvios, calibragao)
= Fontes de imprecisao
o Colheita/armazenamento de energia
= Contexto socioecondmico mundial e brasileiro
= Conversdo de energia
= Producdo de energia elétrica
= Colheita de energia

e Controle das propriedades fisica de estruturas
o Modificagdo local das interagdes fisicas (superficies)
o Modificagdo dos niveis/da propagagdo de energia (transporte eletronico, fénons)
o Comprimentos caracteristicos (transporte eletronico, ordem magnética, metamateriais)

e Técnicas de caracterizagdo

o Microscopia eletronica
Microscopia de forca
Espectroscopia
Difragdo/absorc¢do de raios-X

o
o
o
o Medidas experimentais de propriedades fisicas
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e Técnicas de fabricacdo
o Meétodos fisicos de deposicao de materiais
o Meétodos quimicos de deposicdao de materiais
o Modificagdo posterior da estrutura

e Nano/microfabricacdo
o Circuitos integrados
o Sistemas Micro/Nano-Electro-Mecanico (MEMS/NEMS)
o Principios do processo de fabricagao
o Escrita direta
o Salalimpa

Bibliografia:
- Material didatico disponibilizado durante o semestre
- Artigos cientificos de acordo com os tépicos discutidos

Observagoes:
Disciplina acompanhando F 749 - Engenharia de Materiais Estruturados e Dispositivos, disciplina de

ultimo ano do curso de Engenharia Fisica. A abordagem foca no entendimento do desenvolvimento de
novas tecnologias em laboratdrios de pesquisa e empresas.

As atividades consistem em elaboragdo de projetos, apresentacdes de artigos cientificos recentes, parte
pratica realizada em laboratério e visitas de instalagdes.



